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Tlenek galu jest materiatem z szeroka przerwa energetyczng wynoszacg okoto 4.8 eV.
Przewodnos¢ monokrysztatu tlenku galu moze zmieniac sie od izolatora do przewodnika.
Ze wzgledu na zréznicowane wiasciwosci optyczne i elektryczne, tlenek galu jest
wykorzystany do wielu réznych zastosowan, takich jak okna optyczne, wysokotemperaturowe
chemiczne czujniki gazu, pamieci magnetyczna i warstwy dielektryczne.

W ostatnich latach cienkie warstwy tlenku galu wzbudzajg zainteresowanie w zastosowaniach
optoelektronicznych. W niniejszej pracy cienkie warstwy tlenku galu otrzymano metoda
osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition ALD). Warstwy te zostaty
osadzone przy uzyciu dwdch z wymienionych prekursoréow: H,O, Os, CzHoGa (TMG), CsH15Ga
(TEG). Optymalizacja warunkéw wzrostu ALD dla tlenku galu zostanie zaprezentowana
na konferencji. Ten krok umozliwit nam osadzanie jednorodnych i konformalnych warstw
tlenku galu o bardzo ptaskiej powierzchni (RMS: < 5 nm), odpowiednich do wyzej
wymienionych zastosowan. Wtasciwosci otrzymanych warstw zostaty okreslone na podstawie
wynikéw dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) ze
spektrometrem rentgenowskim z dyspersjg energii (EDX) i mikroskopu sit atomowych (AFM).
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Rys. 1. Przyktadowa topografia powierzchni tlenku galu z matg chropowatoscia o wartosci RMS
wynoszacej 0.5 nm

Praca zostata zrealizowana w ramach miedzynarodowego projektu wspéifinansowanego
ze Srodkdw Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w latach 2021-2024; umowa
nr 5177/HZDR/2021/0 oraz Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (20002208-ST).



